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Siliciotipon vs. Siliciotipop

Dopaje con Fésforo (P): Dopaje con Boro (B):

v’ Fésforo posee 5 e de valencia v Boro posee 3 e de valencia

v’ Fésforo dona un e a la red (impureza v Boro acepta un e de la red (impureza
donadora) aceptora)

v" Predominan portadores de carga v" Predominan portadores de carga
negativa, e (tipo n) positiva, h* (tipo p)

v Se crean iones positivos fijos en la red v Se crean iones negativos fijos en la red

Portadores de Portadores de
carga negativa @ @ carga positiva
libres, e- libres, h+

u
64056 OO

—X-)

Hueco @ (.\
Ion positivo extra® Ion m_a_gativo
fijo \./ ] fijo
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La union pn
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EQUILIBRIO

Flujo neto de corriente =0

e

Monocrlstal semiconductor con 2 regiones: tipo p y tipo n

=0,6V-0,7V
(barrera de

, potencial)

>
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La union pn

POLARIZACION DIRECTA POLARIZACION INVERSA

QQQQQQ
JESSI:!

O (j PN a. Cam. ©
' Surgen corrlentes de arrastre deblles
Flujo neto de corriente, Iy ! |
' & ' ' Corriente inversa de saturacion, Ig
- —
'
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Curva Caracteristica

Io
S >
ANODO_N_CATODO
(zona p) (zona n)
Vp
D ON
VD

plaque | I
solicite el
circuito
D ZENER | D OFF :
-Vr'i I ZI
nya
Z r'\Tens.lon de ruptura

Tensidn zener

Efecto avalancha
¥ Efecto zener
¢, Destruccion?

Tension umbral
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Tipos de diodos

Diodos rectificadores

Diodos de senal Diodos Zener

LED: Light emitting diode

D p t amento  http://www. dte.uc3m.es
Electronica

UC M Fundamentos de Ingenieria Electrénica.




Tipos de diodos

Diodo Laser

OLED: LED organico
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Hojas de caracteristicas

Philips Semiconductors Product specification
L -

Diodos rectificadores 1N4001G to 1N4007G
FEATURES DESCRIFTION This package is hermmetically sealed
o —— = 4 K . hich, 2@ fatigue free as ooefficients of
» Glass passivate ' ugged glass packaps u_mng_a" [ expansicn of a1 used parts ars

» High maximumn operating temperature aloyed constructio matched.
Emperature
« Low leakaps cumsnt
« Excelent stabdity k a
« Axailable n armrmo-pack. I it EE:) . I i o

Fig.1 Simplfied cutline (S0057) and symbol.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
T, =25 =C; unless othenwize specfied.

SYMBCL PARAMETER COMDITIONS 3 LIMIT
I-II-
VEwan full-cycle awerags forward voliage IFimn =14 W
Is reverse cument Vi = Vamax 1EI TE2)
Ve = Vamas Tasp = 10022 &0 T
IR full-cyce awsrags reverse cument Ve = Verwmas: Tase = 75 °C 30 A
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Modelos de circuito equivalente

Lo o
CURVA CARACTERISTICA REAL | nversa < 11, diecta
VS. APROXIMACIONES D ZENER <——§*“ =1/, L-» D ON Zona 1: Diodo Ideal
I ! Directa y conduccion
A —»l— C b Corto
+ oV - Circuito

Zona 4: Modo zener. A=4=4=C

Inversa y conduccion V=0
Al ID >0
Zona 3: Inversa y corte
40
D ZENER
| Directa y conduccion
Fuente de § Vo ° o Al
fensid 1| 4 Circuito D Fuente de
ension Y Abierto tension
A_| C Circuito P D OFF
Vol * Abierto ; A= =C A |£
z- A-. P j |D= 0 + V'Y-
VD - 'VZ _ 0<VD < VY V - V
ID < 0 ID - 0 D™ y
Vp<0 Vy v, v v, 070
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Proteccion contra inversion de polaridad

+ Fusible D
o — a4 H o~ o—
L1 Interruptor
o AAA
- L2 . .,
En inversion de
polaridad, el
En inversion de d_IOd(I) lml?ldg la
- circulacion de
polaridad, el _
i Fusible corriente.
diodo entraen *, — —
conduccion y el L1 Interruptor
fusible se funde /\ D
por exceso de -
corriente. -° L9
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Diodo de retorno. Proteccion de motores y conmutadores

En una inductancia
la corriente no
puede “desaparecer

instantaneamente. 5\/
Se introduce

un diodo para
gue la corriente
tenga un
camino de
5V retorno y no
dane al
5 conmutador.

R1 my, &
CONTROL > —AWW— I:Q1 v L

L W
- v Y] OFF

MOTOR

D1

u
BE
<
o
Q
%

X
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Rectificador de media onda

TRANSFORMADOR

RECTIFICADOR

| Diodo D Ideal |

Tension Salida
Vv, 4Ve

2p T
(42.4V)

20

v Rectifica semiciclos positivos
1 [¥ vo misma frecuencia que v,

v, (t)

E!QI‘I‘IE'O V,: 240Vrms N,:N,=8:1 Diodo Ideal
‘ f=50Hz (T=20ms) R,;=1kQ
” ; ; ”: ; PIV =V
Tensién Primario Tensién Secundario 2p|(42.)] t [ms]
A v, (t) . ,
v, AV
(340V) V. A v,(t) o DON 10\ DOFF /20
(42.4V) (- 42.4V)
V.4 _
t [npi] t [n?i] Ai (1) Corriente
0 10 20 |o 10 20 V., [ |v Misma forma que v,(t) |
R, t [ms]
-V, + (42.4mA) | T
RY; o DON o DOFF .

1p T
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Rectificador de media onda

Diodo uente V
Tension Salida

Vo(t) VAUUALI
Vz VO - T
(41.7%
C&D oFF' [MS]
N )

TRANSFORMADOR RECTIFICADOR

‘oj 10 20

v Rectifica semiciclos positivos
v Vo misma frecuencia que v,

D)ejele) ”:
Ejemplo || V:: 240Vrms N,:N,=8:1 Diodo D: Vy=0.7V 3 V(1) Tension

f=50Hz (T=20ms) R,=1kQ

. . . - . 0.7V PlV =V
v 22l t[ms]

v

A Vv, (t -+
(3:{)1\'})“ . v. A V(D) o~D ON 10\ D OFF /20
(42.42\7)“ (-42.\4}V)

2p O
tms) & io(t)
vzd

|v Misma forma que v, (t) |

0 10 20 0 10V2
v, 1 RS ey me]

2p |(41.7r|;1A i ;
‘m/o ON S’ D OFF 20

-V

1p T
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Rectificador de media onda con filtro

TRANSFORMADOR RECTIFICADOR FILTRO = == s -""—
jfension Salida Vor T Vs,
R-C f-R-C
VvV, (t
v AV LT RS
>
t [ms]
A V() | Tension
| Ejemplo _ | | t [ms]
m= ey V,: 240Vrms N,:N,=8:1 Diodo Ideal - - >
f=50Hz (T=20ms) R,=1kQ 0 g | 10 20/ g |
1 | |
7 . I | 1
Tension Secundario e D OFF o
| | |
V,(t) | L
Vel = |
(42.4V) _ | i
t [ms] . | :m
> |D A ID(t)i I,, mayor que sin C: E E
0 10\_/20 e /N ip(t) =ig(t) +ic(t) (>\f
1
o\ | o\
-V,, + =) : D, OFF _|o :t [r)ns]
0 : 10 20 ' !
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Rectificador de onda completa

Vi) Tensién Primario

Puente de diodos Vip | P
T=20ms
[ms]
0 >
10 20
"le ................................................... Vimea=0

vo(t) Tension Secundario

.............. f=50Hz
T=20ms

t[ms]
0 /20 >
"VZP B v2med=0
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Rectificador de onda completa

Diodo ideal

Tensién Salida Tensiones Diodos Corrientes Diodos
vo1()=vpa(1)
f=100Hz f=50Hz s f=50Hz
T=10ms i o Tezoms | (| 07D T=20ms
S
10 t[ms] VOP/R

(ZlgmA)
t[ms]

(0}
V= D1, D2 D1, D2 *
Vo ON OFF
10 20 (-21.%V) .................................................... Misma(f(;rma |
D1, D2 D3, D4 Vas(1)=Vpa(t) PIV= V que vo(t) ene
D3 D4 = . . t d
ON ON E: ipa(1)=ipa(t) czan':::cc?én de
D3, D4 |cada diodo
ibp;R ..................................................
— 2V, @17ma
V, = t[ms]
7 0

D3, D4 2°
ON

D3, D4 °
OFF
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Hojas de caracteristicas

Puente de 1WO005 THRU 1W10
SINGLE PHASE 1.0 AMP SILICON BRIDGE RECTIFIERS

- VOLTAGE RANGE
- 50 to 1000 Volts

e CURRENT
1.0 Ampere

dlodos

MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Rating . at 25°C ambient temperature unless otherwise specified,
Single phase, half wawve, 60 Hz, resistive or inductive load
For capacitive load, derate current by 20%

o

BT
+

|

TYPE NUMBER SYMBOLS [ 1WOO5; 1TWOT | 1% .
] | A 5K

Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage ; Ve &0 100 | A =K T

- - Ao e Y Tems Fmrreashy IHlpF| 1kL)
Maximum RMS Bridge Input Yoltage i Vams 35 70| '|| i
— — - _ _ ; .

Maximum D C Blocking Voltage : Voo 50 00 | 200 | 400 | 600 | 800 i 1000 W

- —— e . SRS RN S S— — -
| i

Maximum Average Forward Rectified Current & Ts =80°C I lEr A 1.0 i| A

Peak Forward Surge Current, 8.3 ms single half sine-wave : | a0 I A

superimposedon rated load( JEDEC method ¥ PS5 i
| Maximum Forward Voltage Drop per element @ 1.0A i VE 1.10 W

Maximum Rewverse Current at Rated @ T, = 25°C | 10 e

D. C. Blocking Voltage per element @ Ty = 1007 R 500 | A
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Ej. 1: Circuito recortador

I
+ o - o+
O1W4148 § =
i 10k Vo
il Y
T 28

CANAL1: CANAL2: BASE DE TIEMPOS:

Suponga que aplica en Vi una
tension sinusoidal de 1kHz y 10Vpp,
y que el Diodo es ideal.

Mida las tensiones Vi y Vo con un
osciloscopio configurado asi:
Base de tiempos: 100us/div
Canales verticales: 2V/div

M



Ej. 2: Circuito recortador

Para trabajar en
casa

D
|< n Suponga que aplica en vi una
tension sinusoidal de 1kHz y 10Vpp,
y que el Diodo es ideal

N Represente las sefiales Vi(t) y Vo(t)
— 2,5V en funcion del tiempo, y la funcion
- de transferencia Vo frente a V.
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Ej. 3: Circuito recortador

—VVV +~ Represente las senales Vi(t) y Vo(t)
en funcion del tiempo, y la funcion de

transferencia Vo frente a V.

Vi @ D1 SZ 7Y D2 Vo Suponga que aplica en Vi una

tension sinusoidal de 1kHz y 10Vpp,
y que los diodos D1 y D2 poseen
_  tension Vy distinta de 0 V.
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